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概要：Bi2Te3は、三次元トポロジカル絶縁体として特異なスピン偏極表面状態の物性が注目され
ている層状物質です。この表面電子状態はバルク（結晶内部）のバンド構造の対称性によって決
定されるものですが、薄膜において何層から“表面”と“内部”が成立するのかという問題は、物性計
測がドメインのばらつきや表面汚染に影響されやすいため、十分検証されていませんでした。本
講演では、超高真空中で基板の表面処理から分子線エピタキシー（MBE）法によるBi2Te3の成膜、
物性測定（電子構造もしくは電気伝導度の測定）までを一貫して行うことで、わずか1‒5 nmの範
囲における物性変化を明らかにした成果について紹介します。
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